
The first Buried Photodiode Patent was filed on June 1975 by Phillips.
The first Pinned Buried Photodiode Patent was filed on Oct 1975 by Sony.
The first Pinned Buried Photodiode Patent was developed on Sept 1978 by Sony

What is the difference between Buried Photodiode and Pinned Photodiode ? 















領域１５はオーム接続とされます。抵抗があり、ＲＣ遅延が懸念されます。
実施図２も図９も、実際には 領域１３は 浮遊状態になります。





両者とも１９５０年の発明
のStatic Photo Transistor
であるが、埋め込み層は
完全埋め込み層ではない。
N層は一部シリコン表面に
露出している。そのために
浮遊状態となり必ず残像が
生じる。

Buried Photodiodeではない。
Pinned Photodiodeでもない。













Pinned Photodiodeである為の重要な必要条件















The first Buried Photodiode Patent was filed on June 1975 by Phillips.
The first Pinned Buried Photodiode Patent was filed on Oct 1975 by Sony.
The first Pinned Buried Photodiode Patent was developed on Sept 1978 by Sony

What is the difference between Buried Photodiode and Pinned Photodiode ? 


